TRANZYSTORY p-n-p
O ADP665 i ADP666

Tranzystory germanowe stopowe §redniej mocy matej

eigitotliwoéci. S3 przeznaczone do stosowania we wzmac-

niaézach akustycznych §redniej mocy. Do ukladéw prze-

) c!wrobnych tranzystory sg dobierane parami.
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Tranzystor w obudowie metalowej TO66(CE24). Ko-
» lektor jest polgczony z obudowa.
27
DANE TECHNICZNE

Wartosei dopuszczalne parametréow eksploatacyjnych

Typ ’ ADP665 ADP666
Napiecie kolektor- L

-baza —cho 30 60 v
Napiecie kolektor-

-emiter '—chs 30 60 v
Napiegcie kolektor-

-emiter —Ucko .15 30 VvV
Napiecie emiter-baza—Uggs 10 10 V
Prad kolektora - —Ic 1,5 15 A
Prad emitera I 1,5 15 A
Prad bazy —Ig 0,25 025 A
Temperatura zlgcza t; 348 K (75°C)
Zakres temperatury

skladowania tstg 218..348 K (—55...+75°C)

Moc strat kolektora
‘Przy tease = 298 K . :
(+25°C) Pc 5 5 w

2 Elementy poiprzewodnikowe

Parametry termiczne

Rezystancja termiczna

zlgcze-otoczenie  Ring—oy
zlacze-obudowa  Ring—o

TRANZYSTOR ADP665

Parametry statyczne

przy tems = 298K
(25°C)

Wspélezynnik
wzmocnienia pra-
dowego
przy —Ic=10,1A,
—Uce=6V hoix
przy —Ic=1A,

. —Uce=1V hote

Prad zerowy kolek-
tora
przy —Ucp =12V —Icgy
przy ~Ucp =12V,
tamb = 343 K (70°C) —Icpy

Prad zerowy emitera
przy —Ugs =6V —Igp

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic =200 pA,
Ig=0 —Usricn

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy —Ic =200 pA,

Rpe =0 —UBr)cES
przy —Ic =02A,
—Ig=0 —Usryceo

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ig =100 pA,
—Ic=0 —-UwsrEeso

Parametry dynamiczne

przy tamp = 298 K
(25°C)

Czestotliwo§é gra-
niczna
przy —Ucs =6V,
-1 c= 0,1 A,
f =100 kHz fr

1-74/1
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1-74/1 2
Stosunek wspo6lczyn- Napiecie przebicia
niké6w wzmocnienia kolektor-emiter
pradowego dobra- przy —Ic = 200 uA,
nych par * Rpe =10 —Upryces 60 — — \4
przy —Uce =6V, , o przy —Ic =024,
~Ic= 0,1 A nE M - - 173 _ —Ig=20 ’-U(BR)CEO 30 — — Al
hae o Napiecie przebicia
przy —Ucg =1V, hae @ emiter-baza
—Ic=1A - = 13 = -
Ie=1 hE ’ przy —Iz = 100 pA,
—Ic=0 —UpsrEese 10 —_ — v
TRANZYSTOR ADP666
Parametry statyczne Parametry dynamiczne
Przy tamos = 298 K przy tamp = 298K
(25°C) min. typ. Amaks. (25°C) min. typ. maks.
Wspélczynnik Czestotliwoéé gra-
wzmocnienia prag- niczna
dowego przy —Ucs =6V,
przy —Ic=10,1 A, —~Ic=0,1A4,
—Uce=6V haie 20 — 120 — f =100kHz fr 001 038 -— MHz
przy —Ic=1A, .
—Uce=1V haig 12 - - - Stosunek wspb6iczyn- - —\“‘
Prad zerowy kolek- nikéw wzmocnie- T
tora nia pradowego do-
przy —Ucp =12 V —Icm - 10 50 RA branych par *
przy —Ucg =12V, przy —Ucg =6V, h
famp = 343 K (70°C) ~Icao — 260 500 pA ~Ic=01A _HEW - - 13 -
Prad zerowy emitera haE @ '
przy —Ugs =6V —Igmo - 10 50 pA przy —Uce =1V, h.
_ 21E (1)
Napiecie przebicia —Ie=1A - - - 13 -
kolektor-baza nE@
przy —Ic = 200 uA, « Tranzystory dobiera sie w pary na zyczenle odbiorcy okrelo-
—Ig=0 —Urce 60 — - v ne w zaméwieniu.
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Zalezno§é temperaturowé mocy strat Pc = f(t)

107 102 103

Zalezno$é napiecia kolektor-emiter od rezystancji

baza-emiter Ucer = f (RaEr)
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Charakterystyka wyj§ciowa Ic = f(Ucg); Iz — pa-

rametr
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Charakterystyka wyjsciowa Ic=f(Ucg); Use
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Charakterystyka wejSciowa Ip=f(Usg); Uce — Charakterystyka przejéciowa Ic = f (I)
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Zaleznosé temperaturowa pradu zerowego Ics) = Zalezno§é statycznego wspéiczynnika wzmocnienia
= f (tamb) pradowego znormalizowanego od pradu kolektora
hotem) = f (Ic)
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